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Gambur 1. Konsentrasl epitalksi terhadup resistivitas pada suhu 27 oC (7)
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Gambar 2. Konsentrusi ketidakmuarnian permuksan untuk difuxd Gausian tipe-p fungsi dari
resistivitas pada suhn 27 °C -
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Gambar 3. Konsesntrusi ketldakmurnian pormulkaan untuk difusi Gaus: tipe-n l'uugsl' dard
resistiviias pada snhu 27 ¢C ()
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Gambar 4. Distribusi Goussian dan 1uugsi komplemetalr terhadap konsentrasi permukaan (1)
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Gambar 8. Koellsien ¢ifadd dard beberapa hnpuoritas dalam sillken m *
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Gambar 6. Konsentrasi pembawa intrisik pada silikon nutuk proses difasi (1) "~
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Gambar 7. Kelarutan pudat dari berbagai unsur untuk sitikon (M
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Gambar 8, Varinsl suhu dari pembawa intrisik ni nntuk silikon )
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Gambar 9. Lebar laplsan deplesi dan kapasitans terhadap tegangan dun konsentrual
ketidalanuruian ¢}






Kuantitas Ro Ea

_ | : o 0,18 em g! 1,75 eV
| -
D1 493 cms! 3.77cV
5 ‘ D2 2,49 % 10 -5 cm s7! 2,0eV

N2(Xo) [395x1023cm3 | 09eV

Tabel 1. Kuzntitas profil phospor (1)

Charge State Boron Phasphorus Arsenic Antirwny
Neutral - Dy 0.091 3.85 038 0.214
E. A6 © 3.6 .58 3.63
Single negative Dy Coem 4.44 22.9 13
E, - 1.0 4.1 20
Double negative D, ~ 44.2 —— --
E, - 437 - -
Singie positive Do = 1663 - .o -
£, 4,08 - - —

Do dalam em* dan Ea dzlam eV

Tabel 2, 1o dan Ea Koeflsien difust dan energl aktifasi dard ketidakmurnian untuk sitikon I







DATA SIMULASI PROSES DENGAN MENGGUNAKAN
SUPREM 1I

TITLE SUBSTRAT DOPING REDISTRIBUTION
GRID YMAX=12 |

SUBS ORNT=111, ELEM=P, CONC=1.3E15

PRINT HEAD=Y, TOTL=Y, IDIV=Y

PLOT WIND=3, CMIN=12, NDEC=10, TOTL=Y, IDIV=Y

COMMENT PROCESS FOR BASE

STEP TYPE=PDEP, ELEM=B, CONC=1.23E20, TIME=28, TEMP=1000
STEP TYPE=OXID, TIME=75, TEMP=1100, MODL=DRYO0

STEP TYPE=OXID, TIME=100, TEMP=1100, MODL=WETO

STEP TYPE=OXID, TIME=5, TEMP=1100, MODL.=DRY0

COMMENT PROCES FOR EMITTERS

STEP TYPE=ETCH, TEMP=25

STEP TYPE=PDEP, ELEM=P, CONC=8.4E20, TIME=80, TEMP=1000
STEP TYPE=OXID, TIME=5, TEMP=1000, MODL=DRYO0 -

STEP TYPE=OXID, TIME=20, TEMP=1000, MODL=WET0

STEP TYPE=OXID, TIME=5, TEMP=1000, MODL=DRY0

PRINT HEAD=TRUE, TOTL=TRUE, IDIV=TRUE

END






